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Dimensions Dimensions
Symbol In Millimeters In Inches
MIN MAX MIN MAX
A 1.050 1.250 0.041 0.049
A1 0.000 0.100 0.000 0.004
A2 1.050 1.150 0.041 0.045
b 0.300 0.500 0.012 0.020
c 0.100 0.200 0.004 0.008
D 2.820 3.020 0.111 0.119
E 1.500 1.700 0.059 0.067
E1 2.650 2.950 0.104 0.116
e 0.950 BSC 0.037 BSC
el 1.900 BSC 0.075 BSC
L 0.300 0.600 0.012 0.024
6 0° 8° 0° 8°

87



	1.特性
	2.应用
	3.绝对最大额定值
	6.封装/订购信息
	7.引脚功能
	8.典型应用
	9.电特性
	10.方框图
	11.1正常充电循环
	11.2充电电流的设定
	11.3充电终止
	11.4电池反接保护功能
	11.5Vcc 输入端反接保护功能
	11.10热限制
	11.11欠压闭锁
	11.7手动停机
	11.8自动再启动
	11.9电源自适应

	12.封装描述

